
ELECTRÓNICA DIGITAL

Circuitos Lógicos Combinacionales:

El Comparador

El Generador/Comprobador de Paridad

Multiplexor y Demultiplexor. Diodo. Codificador, 
ROM, PROM, PLA, PAL. Triodo, Transistor. 



GENERADOR Y COMPROBADOR DE 
PARIDAD EN LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN



DISPOSITIVO GENERADOR Y 
COMPROBADOR



DECODIFICADOR BINARIO A 
DECIMAL



DEMULTIPLEXOR � Dispositivo y símbolo 
del demultiplexor de 
una entrada a diez 
salidas



DEMULTIPLEXORES ACOPLADOS



MULTIPLEXOR

� El multiplexor 
tiene varias 
entradas y una 
sola salida



MULTIPLEXOR DE ORDEN 
SUPERIOR



CONVERSIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE LA INFORMACIÓN  DE 
PARALELO A SERIE



CODIFICADOR PARA UN TECLADO



CODIFICADOR DECIMAL A BINARIO
Y0 = w1 + w3 + w5 + w7 + w9

Y1 = w2 + w3 + w6 + w7

Y2 = w4 + w5 + w6 + w7

Y3 = w8 + w9



Cambio de nomenclatura



SI ACOPLAMOS UN CODIFICADOR  A UN 
DECODIFICADOR: 

TENEMOS UN CONVERSOR DE CÓDIGOS



ROM O CONVERSOR DE CÓDIGO

Hay que decirle al fabricante que realice los contactos asociados a las 
ecuaciones .
Los productos para en el decodificador y las sumas en el codificador.



Pero desde el punto de vista de la arquitectura se 
la piensa como una Memoria preparada para ser 
leída rápidamente,  (no así grabada).

RAM

ROM

Dirección

Dirección

Datos ROM

Datos

Datos



EL DECODIFICADOR SERÁ EL PLANO AND Y 
EL CODIFICADOR  SERÁ EL PLANO OR



DISPOSITIVOS DE LÓGICA PROGRAMABLE POR 
SECTORES. FIELD PROGRAMABLE LOGIC.

EN LAS PROM SE PUEDE CORTAR CUALQUIER 
UNIÓN ENTRE CABLES EN EL PLANO OR



SUPONGAMOS QUE QUEREMOS HACER LAS 
TRES FUNCIONES BOOLEANAS Y0 Y1 E Y2 

cba+cba+cb=Y

cba+cba+cb=Y

∗∗∗∗∗

∗∗∗∗∗

1

0

� Habrá que agregar  algunos valores para poder 
usar la PROM, por ejemplo en el primer término 
de  Y0  para tenerlo habrá que multiplicarlo por 
(a+â)=1

cba+ca=Y

cba+cba+cb=Y

∗∗∗

∗∗∗∗∗

2

1



CON UNA PROM

Y en el plano “OR” habrá que dejar conectados las líneas 0 y 7, 
además de las 2 y 6 sólo para tener la ecuación Y0. 
Complete usted las otras.



CON LA PLA 
SE PUEDE 
PROGRAMA
R AMBOS 
PLANOS 
“AND Y “OR”



CON UNA PAL

cba+ca=Y

cba+cba+cb=Y

cba+cba+cb=Y

∗∗∗

∗∗∗∗∗

∗∗∗∗∗

2

1

0



Válvula diodo.

Curva característica de una válvula diodo.

Cualquier otro dispositivo que tenga un 

comportamiento  semejante lo 

consideraremos un diodo.
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Curvas características de distintos dispositivos
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� Ley de OHM

� V=I*R

� R=ρ*L/A
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� R=ρ*L/A

ρ : resistividad del material

� La conductividad se define 
como:    σ=1/ ρ
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Los metales de menor resistividad son la plata, 
el cobre, el aluminio y el oro

Plata (Ag),
Cobre(Cu), 
Aluminio(Al),
Oro (Au),
etc.
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Resistividad aproximada 
de los conductores 

electrónicos en  Ohm cm

Metales 10-3 a 10-7

Semiconductores 10-5 a 107

Aislantes Mayor que 1010
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Name: Silver 
Symbol: Ag 
Atomic Number: 47 
Atomic Mass: 107.8682 amu 
Melting Point: 961.93 °C (1235.08 K, 1763.474 °F) 
Boiling Point: 2212.0 °C (2485.15 K, 4013.6 °F) 
Number of Protons/Electrons: 47 
Number of Neutrons: 61 
Classification: Transition Metal
Crystal Structure: Cubic 
Density @ 293 K: 10.5 g/cm3

Color: silver 

Atomic Structure

Number of Energy Levels: 5 
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Number of Energy Levels: 5 

First Energy Level: 2 

Second Energy Level: 8 

Third Energy Level: 18 

Fourth Energy Level: 18 

Fifth Energy Level: 1
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Name: Copper
Symbol: Cu 
Atomic Number: 29 
Atomic Mass: 63.546 amu
Melting Point: 1083.0 °C (1356.15 K, 1981.4 °F) 
Boiling Point: 2567.0 °C (2840.15 K, 4652.6 °F) 
Number of Protons/Electrons: 29 
Number of Neutrons: 35 
Classification: Transition Metal
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: 8.96 g/cm3

Color: red/orange

Atomic Structure
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Atomic Structure

Number of Energy Levels: 4 

First Energy Level: 2 

Second Energy Level: 8 

Third Energy Level: 18 

Fourth Energy Level: 1
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Name: Gold 
Symbol: Au 
Atomic Number: 79 
Atomic Mass: 196.96655 amu 
Melting Point: 1064.43 °C (1337.5801 K, 1947.9741 
°F) 
Boiling Point: 2807.0 °C (3080.15 K, 5084.6 °F) 
Number of Protons/Electrons: 79 
Number of Neutrons: 118 
Classification: Transition Metal
Crystal Structure: Cubic 
Density @ 293 K: 19.32 g/cm3
Color: Gold 

Atomic Structure
Number of Energy 
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Number of Energy 
Levels: 6 
First Energy Level: 2 
Second Energy Level: 8 
Third Energy Level: 18 
Fourth Energy Level: 32 
Fifth Energy Level: 18 
Sixth Energy Level:
1
�

E
le

c
tró

n
ic

a
 D

ig
ita

l 
S

e
m

ic
o
n
d
u
c
to

re
s
 * D

io
d
o
s
 * 



Name: Aluminum
Symbol: Al 
Atomic Number: 13 
Atomic Mass: 26.981539 amu
Melting Point: 660.37 °C (933.52 K, 1220.666 °F) 
Boiling Point: 2467.0 °C (2740.15 K, 4472.6 °F) 
Number of Protons/Electrons: 13 
Number of Neutrons: 14 
Classification: Other Metals
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: 2.702 g/cm3

Color: Silver

Atomic Structure

Number of Energy Levels: 3 
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Number of Energy Levels: 3 

First Energy Level: 2 

Second Energy Level: 8 

Third Energy Level: 3
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� Energy levels and sublevels

(Quantum 
number: 
n) 

Sublevels
available

Sublevel
available
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Silicio con impurezas de la 
columna III Silicio con impurezas de la 

columna V

Material tipo P Material tipo N
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Tensión  (V) Saturación Corte Umbral Activo

E
le

c
tró

n
ic

a
 D

ig
ita

l 
S

e
m

ic
o
n
d
u
c
to

re
s
 * D

io
d
o
s
 * 

B
J
T

VBE  Base- Emisor 0.8 VBE  < 0.2 0.7 0.2<VBE <0.6

VCE  Colector-
Emisor 0.2 Máxima 0.3 Variable
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